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Дрейфова рухливість є однією з характеристик, що описує кінетичні влас-

тивості носіїв заряду. Зазначена характеристика визначається законом дисперсії 
і структурою енергетичних зон, розрахункове співвідношення:  
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На основі результатів моделювання температурної залежності зворотних 

часів релаксації імпульсу для типових механізмів розсіювання, що визначають 

електричні властивості матеріалів, розрахована температурна залежність дрей-

фової рухливості електронів у нітридах індію і галію. В основу чисельного екс-

перименту покладено метод релаксаційних рівнянь [1, 2]. 

Для нітридів індію і галію (InN, GaN) розрахована температурна залежність 

дрейфової рухливості електронів для широкого діапазону концентрації доміш-

ки. Проведено аналіз, порівняння та верифікація результатів чисельного моде-

лювання. 

Отримані результати дозволять провести чисельне моделювання температу-

рної залежності дрейфової рухливості електронів у трикомпонентному твердо-

му розчині InGaN, який є сплавом досліджених бінарних нітридів(InN, GaN).    
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